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III-V 化合物半導体レーザのシリコン光回路への集積化は、低消費電力・高速演算および光通信

を実現する光電子集積回路の構築に有望視されている[1]。特に量子ドットレーザは、高い温度動

作安定性を持つことから、高密度集積に適している[2]。今回、ウェハ接合法を用いた薄膜転写に

より作製したシリコン基板上の 1.3 m InAs/GaAs量子ドットレーザについて、温度特性評価を行

った。その結果、GaAs/Si 直接接合[3]、および、金属薄膜を介した接合[4]を用いて作製されたレ

ーザの両方について、100 ºCでの発振を観測した。この発振温度は、我々の知る限り、シリコン

上のあらゆる半導体レーザの中で最高値である[5,6]。この結果は、我々の作製するシリコン上 III-V

量子ドットレーザが光電子集積回路の光源として適していることを示している。 
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Fig. 1 Light-current curves of the 1.3 m InAs/GaAs QD laser on a Si substrate 

at varied temperatures fabricated by GaAs/Si direct wafer bonding. 
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